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de fabrication d ungdispositif <&EFRO®83L3ssBd sant ainsi faodre | s
nmouilla-. les revendications 1 ou 2, dans |equel |e pro- ge. oo
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(22) sur degain@t&guidsld'a@escoeur restant et 20 sur au noins une partie de la-
couche dde)gmi enidvel sélgptivetheniddes Ipaities ded] aasent e au mate- riau de coeur, et (e)
on | i sse I eoughd dbanairien despewrpoatiormdf ant et en faisant ainsi fondre | a couche
de noul | |uy-motiD@nglitvantde guide dondas6de de fabrication d' un dispositf selon |a
revendi cdd @rforme uga gauchegeidyelle demape (d) utili- se une couche de nouill age
const i t u-S@rap e copyr. 2 e dpgeushe dameli est f ondanent al enent i denti que au
mat et au RE8 @2 @yl Paitdaydg coyr GRS £ Un procede de fabrication d' un

di sposi t i 2 O0R R 'F%ﬁ%l‘?dl’%‘&'ﬁ s 1 ou 2, dans |loquel au cours 35 de

| ' Nt ape ooémgg?ﬁﬂ q gAndes fdiacae ALPBEe | a cou- che de gaine de guide d' ondes
sur un bl'r‘a ondSse f t;ié:ei md3858.n HQu nrt(396d6 de fabrication d un dispositif solon
40 les re . s?fgﬁh?e?gci?dé de MR- | eguel au cours de |'4tape de formation
(a), on pose une couche He di oxyde de siliciumpour |a couche de gai ne de
gui de d' ondes. 46 6. Un procdd6 de fabrication d un dispositif selon |os

Tevengi 0Rplosdds dé fddHcation Fld dispbfiléabn AU cours de’l ' etape de dep8t (b), on
d6pose (dnévehdidaidnel, dansMejubiaréapb @ha@mphosilicate. 50 7. Un proc6d4 de
f abri catd aie cdudnd dél nfolaMagb coristitidel pahud eSeer evendi cations 1 ou 2, dans |equel au
cours dmatéridat qup @stdiendaMmbi@énient idomtiljue ON Uti | i se un subs- trat en cram que. 55
8. Un paweséhiau de cdedlde gulilbidanded. un di spositif selon |a revendication 7, dans
| equel | a c6ram que est de la silice fondue. .
4. Un procédé de fabrication d'un dispositif selon . ‘

les revendications 1 ou 2, dans lequel au cours 35

de I'étape de formation (a), on dépose la cou-

che de gaine de guide d’ondes sur un bioc de

silicium.

5. Un procédé de fabrication d'un dispositif selon 40
les revendications 1 ou 2, dans lequsl au cours
de I'étape de formation (a), on dépose une
couche de dioxyde de silicium pour la couche
de gaine de guide d'ondes.
45
6. Un procédé de fabrication d'un dispositif selon
les revendications 1 ou 2, dans lequel au cours
de I'étape de dépdt (b), on dépose une couche
de verre au phosphosilicate.
50
7. Un procédé de fabrication d'un dispositif selon
les revendications 1 ou 2, dans lequel au cours
de I'étape de formation (a), on utilise un subs-
trat en céramique. i
55
8. Un procédé de fabrication d'un dispositif selon
la revendication 7, dans lequel la céramique
est de Ia silice fondue.



